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【はじめに】 

六ホウ化物系材料は、組成変調により、広い電気特

性の変化（絶縁体から超伝導体まで）や、高温強磁性

の発現など特異な機能発現が報告され、注目を浴びて

いる材料である。特に、希土類六ホウ化物 LaB6は金属

導電性で極めて小さい仕事関数をもち、一方、アルカ

リ土類系六ホウ化物 SrB6, CaB6 は半導体で優れた熱電

変換特性を有する。このように六ホウ化物系材料は、

機能的に未知の可能性を秘めている材料であるが、こ

れまで主に焼結体や単結晶体のようなバルク状態の材

料研究が盛んに行われており、ホウ化物系薄膜の材料

研究は内外共に極めて少ない。特に薄膜合成分野では、

多結晶薄膜が主で、単結晶ライクなエピタキシャル薄

膜の合成に関する研究報告は今のところ我々以外無い

のが現状である[1,2]。そこで本研究では、気相を介し

た非熱平衡プロセスの代表である薄膜プロセスの特徴

を生かし、バルク体では実現困難な原子レベルでの組

成変調や積層構造、更には単結晶基板上での緩衝層を

利用した低温成長を検討し、新規なホウ化物系材料の

探索や新機能の創出を検討した。 

【実験・結果】 

本研究では薄膜作製手法として、高融点セラミック

ス薄膜の作製に威力を発揮している Laser MBE 法を用

いた。基板には MgO(100)単結晶基板を用い、様々な条

件下で LaB6, SrB6, CaB6, (La,Sr)B6, (Sr,Ca)B6薄膜を作製

した。得られた薄膜の構造を XRD、in-situ での表面結

晶成長過程を RHEED、表面形態を AFM、仕事関数を

ケルビンプローブ、結晶相の同定を Laser Raman 分光法、

レーザーアブレーションにおけるプルームの発光スペ

クトルを OES、電気特性を ρ-T 四端子法にてそれぞれ

評価した。 

レーザーアブレーションにおける LaB6プルームの様

子と発光スペクトルを Fig.1 に、SrB6緩衝層を挿入した

LaB6 薄膜の XRD pattern と pole figure を Fig.2 にそれぞ

れ示す。高エネルギー前駆体 La および B から形成され

た LaB6薄膜は、SrB6緩衝層を挿入することで基板との

反応が抑制され、エピタキシャル成長したことが示唆

される。六ホウ化物の組成変調による結晶構造・物性

評価については当日報告する。
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Fig.2 XRD pattern and pole figure of LaB6 thin film 

grown on MgO substrate 

Fig.1 Plume image and OES spectra of LaB6 sintered target 
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